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 要  旨 
Er2SiO5結晶は Er が構成元素として含まれるため、Erの析出や結晶欠陥が少なく、室温で発光
線幅が狭く強い発光が観測されるため、シリコンフォトニクスの発光材料として期待されている。 
ゾルゲル法で作製された Er2SiO5結晶からこれまでさまざまな特性が示されてきたが、成膜プロ
セスが煩雑でありデバイスを考慮した厚膜化には長時間掛かるという問題点がある。本研究では
Er2SiO5結晶のシリコンフォトニクス応用を目的として、これまでの Er2SiO5結晶ゾルゲルプロセ
スを発展させたスプレーCVD（化学気相堆積）法の検討を行なった。スプレー法適用のための原
料溶液の調製を行なうとともに、スプレー照射条件を調べた。Er2SiO5非晶質母材をプロセスチャ
ンバ内で一貫形成するとともに、高温アニール炉にて Ar中、1200℃で結晶化を行なった。 
はじめに、調合溶液の有効性を調べた。Er：Si＝2：1、Er濃度 0.05mol/L、Si濃度 0.025mol/L、
メタノール 60mLの溶液を使用し基板台を 300～500℃にして 3分毎に噴き付けを行ない、引き続
きチャンバ内で 500℃、30分、真空中でアニールを行なった。その後結晶化アニールを行なった。
どの試料においても Er2SiO5結晶化および Er2O3の形成が確認され、同じ基板でも測定する位置に
よってスペクトルに変化が見られた。これは調合溶液を Er2SiO5結晶の組成比と同じ Er:Si＝2:1に
なるようにして調合したが、高温の基板に噴付けを行なったことで TEOSが再蒸発し、Er2O3が析
出した結果、測定位置によってスペクトルが変化したと考えられた。そこで TEOSの再蒸発を考
慮し、Er:Si比を 1：1とした。結果、どの測定位置においても Er2SiO5結晶の特徴的なスペクトル
が観測され、Er2O3に起因するスペクトルは見られなかった。これより、スプレーCVD 法におい
ても、ゾルゲル法と同様に安定して Er2SiO5結晶が作れるようになったと考えられる。続けて、基
板の表面状態の改善と析出物の減少を狙い、メタノール量を変化させて Er および Si の濃度の検
討を行なった。Erおよび Siの mol濃度の減少に伴い析出物の増加が見られる一方、薄膜表面が均
一化していることがわかった。また、PLの発光強度もメタノールを 90mLにすることで増加した
が、それ以上に増やすと十分な反応が行われなくなり、安定して Er2SiO5結晶が作れなくなった。
その後、噴き付け間隔を変化させ、更なる良質の薄膜を作製しようと試みたが、諸事情により高
温アニール炉が使用できなくなった結果、満足なデータは得られなかった。 
以上のように本研究においてスプレーCVD 法を用いた Er2SiO5結晶の作製に成功し、この手法
の有効性を示せた。今後は薄膜表面の状態の改善を行ない、均一な薄膜にすることが必要である。 
 
